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(54)【発明の名称】 液晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】
【課題】  ゲート入力側とゲート終端側とでゲート配線
間に電位差が生じるのを防止して、静電気の発生を防止
することができ、輝点および輝線の発生を防止すること
ができる液晶表示装置を提供する。
【解決手段】  液晶表示装置のＴＦＴアレイ基板におい
ては、実装端子部分から表示エリア部を経てゲート終端
側に伸びる複数のゲート配線２ａが設けられている。実
装端子部分では隣接するゲート配線２ａ同士が半導体層
１５によって接続されている。ゲート終端側では、隣接
するゲート配線２ａ同士が、ゲート配線２ａと同一材料
からなる接続層２ｃによって接続された後、ＴＦＴアレ
イ基板完成後に該接続層２ｃをレーザーでカットするこ
とにより分離される。これにより、ゲート入力側とゲー
ト終端側とでゲート配線２ａ間に電位差が生じるのがを
防止され、静電気の発生が防止される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  実装端子部分から表示エリア部を経てゲ
ート終端側に伸びる複数のゲート配線と、該ゲート配線
と交差する方向に伸びる複数のソース配線と、それぞれ
各ゲート配線と各ソース配線との交差部付近に配置され
た薄膜トランジスタとを備えたアレイ基板により液晶を
駆動するようになっている液晶表示装置であって、
実装端子部分では、隣接するゲート配線同士が半導体層
によって接続され、
ゲート終端側では、隣接するゲート配線同士が、それぞ
れ該ゲート配線と同一材料からなる接続層によって接続
された後、アレイ基板完成後に該接続層をレーザーでカ
ットすることにより分離されていることを特徴とする液
晶表示装置。
【請求項２】  実装端子部分から表示エリア部を経てゲ
ート終端側に伸びる複数のゲート配線と、該ゲート配線
と交差する方向に伸びる複数のソース配線と、それぞれ
各ゲート配線と各ソース配線との交差部付近に配置され
た薄膜トランジスタとを備えたアレイ基板により液晶を
駆動するようになっている液晶表示装置の製造方法であ
って、
隣接するゲート配線同士を、実装端子部分では半導体層
で接続し、
隣接するゲート配線同士を、ゲート終端側では該ゲート
配線と同一材料からなる接続層で接続し、
アレイ基板完成後に上記接続層をレーザーでカットし
て、隣接するゲート配線同士をゲート終端側で分離する
ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、複数のゲート配線
と複数のソース配線との各交差部付近に配置された複数
の薄膜トランジスタを備えたＴＦＴアレイ基板を用いて
液晶を駆動するようにした液晶表示装置と、その製造方
法とに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、画像表示装置として、一主面上に
複数の薄膜トランジスタ（以下、「ＴＦＴ」と略称す
る。）が形成されたＴＦＴアレイ基板を用いて、該ＴＦ
Ｔアレイ基板とカラーフィルタ基板との間に介在する液
晶を駆動し、この液晶により画像を表示するようにした
透過型の液晶表示装置が広く利用されている。
【０００３】以下、図２（ａ）、（ｂ）および図３を参
照しつつ、かかる従来の液晶表示装置の一例を説明す
る。図２（ａ）、（ｂ）は、この種の液晶表示装置の画
素構成を示す図である。また、図３は、従来の液晶表示
装置のＴＦＴアレイ基板の表示エリア部と、実装端子部
分およびゲート終端側におけるゲート配線の構成を示す
図である。この従来の液晶表示装置は、およそ次のよう
な手順で製造される。
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【０００４】図２（ａ）、（ｂ）に示すように、まず、
１つの透明ガラス基板１ａ上に、ゲート電極ないしゲー
ト配線２ａと、共通配線２ｂとを形成する。続いて、２
層構造のゲート絶縁膜３、４を堆積させる。次に、印加
される電圧によってその抵抗値が変化する一方ＴＦＴを
スイッチとして機能させる半導体膜５（アモルファスシ
リコン膜）を形成する。さらに、半導体膜５を、ソース
電極とドレイン電極とにオーミックコンタクトさせるた
めのｎ＋ａ－Ｓｉ層６（ｎ＋アモルファスシリコン層）
を形成する。
【０００５】そして、ソース電極ないしソース配線７ａ
と、ドレイン電極７ｂとを同時に形成する。このとき、
同時に共通配線２ｂ上に蓄積容量Ｃ１を形成する。次
に、ＴＦＴを保護するために保護膜８を堆積させる。そ
して、透明画素電極９を堆積させる。また、画素電極９
に信号電圧を供給するために、保護膜８を堆積させた
後、ドレイン電極７ｂ上に開口部を設ける。
【０００６】図３に示すように、液晶表示装置の実装端
子部分では、隣接するゲート配線２ａ同士を、半導体層
１５によって接続する。一方、ゲート終端側では、隣接
するゲート配線２ａを接続しない構成とする。これによ
り、液晶表示装置を構成するＴＦＴアレイ基板Ｔ１が完
成する。
【０００７】一方、もう１つの透明ガラス基板１ｂに
は、ブラックマトリクス１０を形成した後、赤（Ｒ）、
緑（Ｇ）または青（Ｂ）のカラーフィルタ１１を形成す
る。さらに、その上に対向画素電極１２を形成すること
によって、液晶表示装置を構成するカラーフィルタ基板
Ｆ１が完成する。続いて、十分に洗浄したＴＦＴアレイ
基板Ｔ１に、ポリイミド配向膜を塗布し、焼成する。そ
して、これをローラーに巻き付けた布でラビングし、ポ
リイミド分子を一方向に配向させる。次に、カラーフィ
ルタ基板Ｆ１にも、同様に配向膜を形成してラビングを
行う。
【０００８】配向処理の後、ＴＦＴアレイ基板Ｔ１にシ
ール剤を塗布し、スペーサ（図示せず）を散布する。そ
して、シール剤を予備硬化させ、スペーサを散布した
後、ＴＦＴアレイ基板Ｔ１とカラーフィルタ基板Ｆ１と
を貼り合わせ、シール剤を完全に硬化させる。この後、
真空状態で両基板間に液晶１３を注入し、封止剤で両基
板間を封止し、透明ガラス基板１ａ、１ｂの前後に偏光
板（図示せず）を配置することによって液晶表示装置が
完成する。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来の液晶表示装置では、ゲート入力側とゲート終端側と
でゲート配線間に電位差が生じ、静電気の発生を促すこ
とになる。このため、静電気により、絶縁不良あるいは
ＴＦＴの損傷等が生じることがあり、これらが液晶表示
装置に輝点および輝線を発生させる原因となるといった
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問題がある。
【００１０】本発明は、上記従来の問題を解決するため
になされたものであって、ゲート入力側とゲート終端側
とでゲート配線間に電位差が生じるのを防止して、静電
気の発生を防止することができ、絶縁不良あるいはＴＦ
Ｔの損傷、ひいては輝点および輝線の発生を防止ないし
低減することができる液晶表示装置あるいはその製造方
法を提供することを解決すべき課題とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
になされた本発明にかかる液晶表示装置は、（ｉ）実装
端子部分から表示エリア部を経てゲート終端側に伸びる
複数のゲート配線と、該ゲート配線と交差する方向に伸
びる複数のソース配線と、それぞれ各ゲート配線と各ソ
ース配線との交差部付近に配置された薄膜トランジスタ
（ＴＦＴ）とを備えたアレイ基板により液晶を駆動する
ようになっている液晶表示装置であって、（ii）実装端
子部分では、隣接するゲート配線同士が半導体層によっ
て接続され、（iii）ゲート終端側では、隣接するゲー
ト配線同士が、それぞれ該ゲート配線と同一材料からな
る接続層によって接続された後、アレイ基板完成後に該
接続層をレーザーでカット（切断または除去）すること
により分離されていることを特徴とするものである。
【００１２】この液晶表示装置では、接続層がレーザー
でカットされる前の製造過程では、隣接するゲート配線
同士がゲート終端側で導電性の接続層によって接続され
ているので、ゲート入力側とゲート終端側とでゲート配
線間に電位差が生じない。したがって、静電気の発生が
防止ないしは抑制され、静電気による絶縁不良あるいは
ＴＦＴの損傷等の発生が防止される。よって、液晶表示
装置に、輝点および輝線発生が生じるのが防止される。
【００１３】本発明にかかる液晶表示装置の製造方法
は、（ｉ）実装端子部分から表示エリア部を経てゲート
終端側に伸びる複数のゲート配線と、該ゲート配線と交
差する方向に伸びる複数のソース配線と、それぞれ各ゲ
ート配線と各ソース配線との交差部付近に配置された薄
膜トランジスタ（ＴＦＴ）とを備えたアレイ基板により
液晶を駆動するようになっている液晶表示装置の製造方
法であって、（ii）隣接するゲート配線同士を、実装端
子部分では半導体層で接続し、（iii）隣接するゲート
配線同士を、ゲート終端側では該ゲート配線と同一材料
からなる接続層で接続し、（iv）アレイ基板完成後に上
記接続層をレーザーでカットして、隣接するゲート配線
同士をゲート終端側で分離することを特徴とするもので
ある。
【００１４】この液晶表示装置の製造方法によれば、接
続層がレーザーでカットされる前の製造過程では、隣接
するゲート配線同士がゲート終端側で導電性の接続層に
よって接続されているので、ゲート入力側とゲート終端
側とでゲート配線間に電位差が生じない。したがって、
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静電気の発生が防止ないしは抑制され、静電気による絶
縁不良あるいはＴＦＴの損傷等の発生が防止される。よ
って、輝点および輝線発生の少ない液晶表示装置を製造
することができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を具体
的に説明する。なお、前記従来の技術の説明に用いられ
た図２（ａ）、（ｂ）は、基本的には、本発明にかかる
液晶表示装置ないしはその製造方法にも当てはまるの
で、以下では図１および図２（ａ）、（ｂ）を用いて、
実施の形態を説明する。図１は、本発明の実施の形態に
かかる液晶表示装置のＴＦＴアレイ基板の表示エリア部
と、実装端子部分およびゲート終端側におけるゲート配
線の構成とを示す平面図である。この本発明にかかる液
晶表示装置は、およそ次のような手順で製造される。
【００１６】すなわち、まず、１つの透明ガラス基板１
ａ上に、タンタル、クロム等の導電性材料（金属）から
なる複数のゲート電極ないしゲート配線２ａと、複数の
共通配線２ｂとを形成する。ここで、各ゲート配線２ａ
は、実装端子部分から表示エリア部を経てゲート終端側
に伸びている。なお、これと同時に共通配線２ｂ上に蓄
積容量Ｃ１を形成する。このとき、図１の右側部分に示
すように、ゲート終端側では、隣接するゲート配線２ａ
同士が、該ゲート配線２ａと同一材料（導電性材料）で
一体形成された接続層２ｃで接続される。すなわち、隣
接するゲート配線２ａ同士が同一層で接続される。続い
て、通常の場合と同様に、２層構造のゲート絶縁膜３、
４を、スパッタリングおよび気相成長法を用いて堆積さ
せる。次に、印加される電圧によってその抵抗値が変化
する一方、ＴＦＴをスイッチとして機能させる半導体膜
５（アモルファスシリコン膜）を形成する。
【００１７】さらに、半導体膜５を、ソース電極とドレ
イン電極とにオーミックコンタクトさせるためのｎ＋ａ
－Ｓｉ層６を形成する。そして、チタン、タンタル、モ
リブデン等の金属からなるソース電極ないしソース配線
７ａと、ドレイン電極７ｂとを同時に形成する。続い
て、ＴＦＴを保護するために、ＳｉＮｘ（窒化シリコ
ン）からなる保護膜８を堆積させる。そして、ＩＴＯ
（インジウム・ティン・オキサイド）からなる透明画素
電極９を堆積させる。また、画素電極９に信号電圧を供
給するために、保護膜８を堆積させた後、ドレイン電極
７ｂ上に開口部を設ける。
【００１８】さらに、図１の左側部分に示すように、液
晶表示装置の実装端子部分では、隣接する各ゲート配線
２ａ同士を、それぞれ半導体層１５によって接続する。
これにより、液晶表示装置を構成するＴＦＴアレイ基板
Ｔ１が、実質的に完成する。この後、ゲート終端側で各
ゲート配線２ａを接続している接続層２ｃを、レーザー
によってカットする。
【００１９】他方、もう１つの透明ガラス基板１ｂに
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は、クロム等からなるブラックマトリクス１０を形成し
た後、赤、緑または青のカラーフィルタ１１を形成す
る。さらに、その上に対向画素電極１２を形成すること
によって、液晶表示装置を構成するカラーフィルタ基板
Ｆ１が完成する。続いて、十分に洗浄したＴＦＴアレイ
基板Ｔ１に、ポリイミド配向膜を印刷法により塗布し、
焼成する。そして、これをローラーに巻き付けた布でラ
ビングし、ポリイミド分子を一方向に配向させる。次
に、カラーフィルタ基板Ｆ１にも、同様に配向膜を形成
してラビングを行う。
【００２０】配向処理の後、ＴＦＴアレイ基板Ｔ１にシ
ール剤を塗布し、一定の直径を有するスペーサ（図示せ
ず）を散布する。これは、ＴＦＴアレイ基板Ｔ１とカラ
ーフィルタ基板Ｆ１とを貼り合わせる際に、両基板間に
一定のギャップを保たせるためである。そして、シール
剤を予備硬化させ、スペーサを散布した後、ＴＦＴアレ
イ基板Ｔ１とカラーフィルタ基板Ｆ１とを貼り合わせ、
シール剤を完全に硬化させる。この後、真空状態で両基
板間に液晶１３を注入し、封止剤で両基板間を封止し、
透明ガラス基板１ａ、１ｂの前後に偏光板（図示せず）
を配置することによって液晶表示装置が完成する。
【００２１】この液晶表示装置においては、接続層２ｃ
がレーザーでカットされる前の製造過程では、隣接する
ゲート配線２ａ同士がゲート終端側で、導電性材料から
なるの接続層２ｃによって接続されている。このため、
ゲート入力側とゲート終端側とでゲート配線２ａ間に電
位差が生じない。したがって、静電気の発生が防止ない
しは抑制され、静電気による絶縁不良あるいはＴＦＴの
損傷等の発生が防止される。よって、液晶表示装置に、
輝点および輝線発生が生じるのが防止される。 *
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*【００２２】
【発明の効果】以上、本発明によれば、ゲート入力側と
ゲート終端側とでゲート配線間に電位差が生じるのを防
止して、静電気の発生を防止することができ、絶縁不良
あるいはＴＦＴの損傷、ひいては輝点および輝線の発生
を防止ないし低減することができる液晶表示装置を実現
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の実施の形態にかかる液晶表示装置の
ＴＦＴアレイ基板の表示エリア部と、実装端子部分およ
びゲート終端側におけるゲート配線の構成とを示す平面
図である。
【図２】  （ａ）は、本発明にかかる液晶表示装置ない
し従来の液晶表示装置の表示エリア部の平面図であり、
（ｂ）は、（ａ）に示す液晶表示装置のＡ－Ｂ線断面図
である。
【図３】  従来の液晶表示装置のＴＦＴアレイ基板の表
示エリア部と、実装端子部分およびゲート終端側におけ
るゲート配線の構成とを示す平面図である。
【符号の説明】
Ｔ１…ＴＦＴアレイ基板、Ｆ１…カラーフィルタ基板、
１ａ…透明ガラス基板、  １ｂ…透明ガラス基板、  ２
ａ…ゲート配線（ゲート電極）、  ２ｂ…共通配線、  
２ｃ…接続層、  ３…第１のゲート絶縁膜、  ４…第２
のゲート絶縁膜、  ５…半導体膜（アモルファスシリコ
ン）、  ６…ｎ＋ａ－Ｓｉ層、  ７ａ…ソース配線（ソ
ース電極）、  ７ｂ…ドレイン電極、  ８…保護膜、  
９…透明画素電極、  １０…ブラックマトリックス、  
１１…カラーフィルタ、  １２…対向画素電極、  １３
…液晶、  １５…半導体層。

【図１】



(5) 特開２００３－１９５３３７

【図２】

【図３】
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